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Silicis — 8iuo metu placiausiai elektronikoje
naudojama puslaidininkiné medziaga. Silicio pagrindu
pagaminti daleliy sensoriai yra pladiai taikomi aukstyjy
energijy bei branduolinés fizikos eksperimentuose.
Vienas didziausiy i§ jy — Europos branduoliniy
moksliniy tyrimy organizacijos (CERN) vykdomi
tyrimai  didziajame hadrony prieSprieSiniy srauty
greitintuve (angl. Large Hadron Collider — LHC). Tagiau
aukStyjy energijy spinduliuoté, kurios aplinkoje
funkcionuoja  eksperimentuose naudojami  daleliy
sensoriai, priklausomai nuo tipo ir energijos,
sgveikaudama su medziaga sukuria jvairius lygmenis
draustiniy energijy tarpe, kurie nulemia pagaminty
prietaisy funkciniy charakteristiky pakitimus [1]. Seklas
lygmenys keicia efektinj legiranty tankj. Vidutinio
gilumo lygmenys veikia kaip pagavimo centrai
mazinantys kriivio surinkimo efektyvumg, o gilGs
lygmenys nulemia nuotékio srovés iSaugima, kuris yra ir
triuk§my Saltinis [2]. Kita vertus, daleliy sensoriy
funkciniy charakteristiky pokyciy analizé, prie§ ir po
apsvity aukstyjy energijy dalelémis, gali buti pritaikoma
dozimetrijai [2]. Todél, daleliy sensoriy
charakterizavimas juos apSvitinus aukStyjy energijy
dalelémis leidzia jvertinti radiacing pazaida, jy
ilgaamziskumg bei suteikia ziniy, reikalingy kuriant
naujas medziagas bei sensoriy struktiiras ir ieSkant naujy
taikymo budy.

Silicio daleliy sensoriai su vidiniu stiprinimu (angl.
Low Gain Avalanche Detectors — LGAD), dél aukstos
laikinés skyros bei didesnio atsparumo radiacinei
pazaidai, Siuo metu yra numatyti, kaip alternatyva dabar
LHC naudojamiems p-i-n strukttros daleliy sensoriams,
po jo atnaujinimo j didelio $viesumo LHC (angl. High
Luminosity LHC) [3]. Siame darbe istirti prototipiniai
dviejy skirtingy gamintojy (Hamamatsu Photonics ir
Centro Nacional de Microelectronica) 1,3x1,3 mm?
aktyviosios srities ploto, CERN standarto silicio
pagrindu pagaminti n*prp” struktiiros daleliy sensoriai su
vidiniu stiprinimu. Bandiniy rinkiniai buvo sudaryti i$
neap$vitinty bei 24 GeV energijos skvarbiaisiais
protonais, 10*? — 10 p/cm? jtékiy intervale apivitinty
Sensoriy.

Siekiant jvertinti kriivio surinkimo efektyvumg bei jo
kaita, nulemta protony aps$vitos, Siame darbe pasitelkta
injektuoto kriivio dreifo sroviy kinetiky matavimo
metodika (angl. Transient Current Technique — TCT),
skirta impulsiniy daleliy detektoriy signaly registravimui
ir analizei.

Pranesime bus pristatyta TCT eksperimento
metodika, jranga bei aptarta apsvitos jtaka LGAD
struktiiros daleliy sensoriy funkcinéms savybéms.
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1 pav. Hamamatsu Photonics (a) ir Centro Nacional de
Microelectronica (b) gamybos LGAD detektoriy TCT
kinetiky kaita, augant protony jtékiui.
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